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Telefunken Transistor BC110

Datasheet

BC 110

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor fiir NF-Verstirker und

universelle Anwendung.

Silicon NPN epitaxial planar transistor for AF amplifiers and for

general purpose.

Abmessungen - Dimensions
MaBe in mm
M2:1

Kollektor mit Gehause verbunden

Collector is connecied to case

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
Emitter-Basis-Sperrspannung
Kollektorstrom
Gesamtverlustleistung

tamb - 25" G’
Sperrschichttemperatur
Lagerungstemperatur

Uceo
Uceo
UeBo
Ic

Piot
tj
tstu

MNormgehause
DIN 18 A 3
JEDEC TO 18
Gewicht - Weight
max. 059

B0 v
80 v
8 v
50 mA
300 mw
175 °C

—55..+175 “C
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Min. Typ. Max.
Wiarmewiderstidnde - Thermal resistances

Sperrschicht-Umgebung RihJa 500 "C/W
Sperrschicht-Gehause RihJc 200 °C/W

Statische KenngréBen - DC characteristics
Umgebungstemperatur tymp = 25°C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom

UI:B = 8OV IGBD 100 rh

Ucg = aov, tamb = i00°C IceO 10 pA
kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Ic = 2mA Ugrjceo!) 80 v
Emitter-Basis-Durchbruchspannung

Ig =1 pA U(BRIEBO 8 v
Kollektor-Sattigungsspannung

Ic = 50mA, Ig = 5mA UcEsat 600 my
Basis-Emitterspannung

UI:E = 5V, IC = 2 mA UEE 680 750 my

Ugg = 5V, Ig = 50mA Ugg ! 800 mv

1]%“ = 001, tp = 0.3ms
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Min. Typ. Max.

Kollektor-Basis-Gleichstromverhalnis

UCE = 5V, Ic = 2mA hFE 30 20

UCE =5V, IG = 50 mA hFE 1) TO

Dynamische KenngréBen - AC characteristics

Umgebungstemperatur tymp = 25°C
Transitfrequenz

Upg = 5V, I = 10mA, f = 10MHz fr 100 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat

UGE = 10U.f = 1 MHz CCBD 5 pF
Emitter-Basis-Kapazitat

Ugg = 05V, f = 1 MHz EEED 10 pF

k
1) £ = 001, tp = 0.3ms
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